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研究成果の概要（和文）：高感度X線フラットパネル検出器を実現するために、X線に対して高い検出効率を有する化合
物半導体臭化タリウム(TlBr)を用いた検出器の開発を行った。水平帯域精製法を用いて高純度のTlBrを得た。育成した
TlBr単結晶上に微小ピクセル電極を形成することに成功した。真空蒸着法を用いてITOガラス基板上にTlBr薄膜の成膜
を行い、薄膜検出器の製作を行った。成膜したTlBr薄膜は室温において高い抵抗率を示した。

研究成果の概要（英文）：Development of X-ray detectors using a compound semiconductor, thallium bromide 
(TlBr), was performed for realizing high-sensitive flat-panel detectors. High-pure TlBr was obtained by 
the horizontal zone purification method. Small pixel electrodes were formed successfully on TlBr single 
crystals. Thin-film detectors were fabricated from TlBr thin films deposited on ITO glass substrates by 
the vacuum evaporation method. The fabricated thin films exhibited high resistivity at room temperature.

研究分野： 放射線計測学

キーワード： 臭化タリウム　フラットパネル検出器　X線　放射線
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